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В настоящее время датчики для контроля и измерения физических 

величин широко применяются в различных областях науки и техники [1]. 

Для контроля и измерения температуры, освещенности, давления, 

магнитного и электрического полей используются отдельные датчики 

изготовленные на основе разных полупроводниковых материалов [2]. 

Представляют интерес работы [3] в которых авторы показали возможность 

создания многофункциональных датчиков на основе гибридных 

микросборок.  

В данной работе показана возможность использования особенностей 

эффекта ОМС в кремнии для создания нового класса интегральных 

датчиков на основе единого кристалла. В качестве исходного материала 

был использован монокристаллический кремний p-типа проводимости ρ=3 

Ω·cm (КДБ-3) с размерами 8х3х0,6 mm
3
. После диффузии марганца 

образцы оставались p-типа с удельным сопротивлением ρ=(5-8)·10
3
 Ω·cm 

при Т=300 К. На рис. 1 а) представлена температурная зависимость ОМС 

исследуемых образцов в интервале температур Т=240’300 К в отсутствии 

освещенности и при постоянном значении электрического и магнитного 

полей. 
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Рис. 2 .(а) - Зависимость ОМС от температуры, (б) - зависимость ОМС от 

интенсивности освещения 

mailto:shakhboz.ibodullayev.92@inbox.ru


СЕКЦИЯ 6. Полупроводниковая микро- и наноэлектроника в 

решении проблем информационных технологий и автоматизации 

 

335 
 

Как видно, с понижением температуры значение ОМС почти 

монотонно увеличивается и при Т=240 К составляет (ρ/ρ0) ~600%. Расчет 

показывает, что температурная чувствительность ОМС в исследуемых 

образцах в исследуемом интервале температур составляет (7-8) %/К, это 

означает, что можно создать достаточно высокочувствительный и 

быстродействующий термодатчик на основе ОМС в Si<Mn,B>. 

Исследование влияния достаточно низкого уровня фонового 

освещения на значение ОМС при Т=300 К показало, что наличие фоновой 

освещенности приводит к уменьшению ОМС, на рис. 1 б) представлено 

изменение ОМС от интенсивности освещения лампой накаливания в 

интервале I=5’40 lx. Как видно наличие такой низкой интенсивности 

освещения приводит к существенному изменению ОМС. Расчет показал, 

что чувствительность (ρ/ρ0)%/lx при этом составляет (2-2,5)%/lx. 

Полученные результаты показывают, что на основе ОМС в Si<Mn,B> 

можно создать достаточный чувствительный фотодатчик работающий при 

низкой интенсивности света при Т=300 К. 

Показана возможность создания нового класса 

многофункциональных датчиков различных физических величин на основе 

одного единого кристалла кремния с нанокластерами атомов марганца с 

размерами 2х1х0,5 mm
3
, работающих в интервале температур Т=170-390 К 

с достаточно высокой чувствительностью, что в целом открывает новые 

перспективы для применения многофункциональных датчиков. 
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Переходные металлы характеризуются наличием широкого спектра 

соединений, обладающих целым рядом уникальных свойств. 


